wO 2016/202794 A1 |[IN I N0F 00 0000 .0 00O

22. Dezember 2016 (22.12.2016)

(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation fiir geistiges
Eigentum
Internationales Biiro

~.
-~
~

=

\

(43) Internationales
Veroffentlichungsdatum

WIPOIPCT

(10) Internationale Veroffentlichungsnummer

WO 2016/202794 A1

(51

eay)
(22)

(25)
(26)
(30)

1

(72

74

31

Internationale Patentklassifikation:
HO1L 33/62 (2010.01) HO1L 33/48 (2010.01)
Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2016/063622
Internationales Anmeldedatum:

14. Juni 2016 (14.06.2016)
Einreichungssprache: Deutsch
Veriffentlichungssprache: Deutsch
Angaben zur Prioritit:
102015 109 755.9 18. Juni 2015 (18.06.2015) DE
Anmelder: OSRAM  OPTO SEMICONDUCTORS

GMBH [DE/DE]; Leibnizstr. 4, 93055 Regensburg (DE).

Erfinder: VON MALM, Norwin; Stockloher Str. 8,
93152 Nittendorf (DE). SINGER, Frank; Telemannstr.
104, 93128 Regenstauf (DE).

Anwalt: EPPING HERMANN
PATENTANWALTSGESELLSCHAFT
SchloBschmidstr. 5, 80639 Miinchen (DE).

FISCHER
MBH;

Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
Jede verfiigbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

(84)

AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,
BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME,
MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,
OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,
ZW.

Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
Jede verfiighare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,
SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG,
KZ, RU, TJ, TM), europdisches (AL, AT, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE,
IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CIL, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veroffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3

(54) Title: COMPONENT AND METHOD FOR PRODUCING A COMPONENT
(54) Bezeichnung : BAUELEMENT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BAUELEMENTS

FIG 4B
o
- 100 100 100
101 4~ 101 4~ 101 5~
10 10 10
420 420 420
T 410 T 4o 1 4o
7 7 10
12 102 12 102 12 102

(57) Abstract: A component (100) comprising a support (1) and a semiconductor body (2) arranged on the support is provided, the
support being formed by a moulded body (2) and a metal layer (4). The metal layer has for the electrical contacting of the
semiconductor body a first subregion (41) and a second subregion (42), the first subregion being spaced apart laterally from the
second subregion by an intermediate space (40) and thereby electrically separated. The moulded body fills the intermediate space
and has a surface extending in lateral directions that is free from the subregions of the metal layer and forms the rear side of the
support. The support has a side face (10), which in certain regions is formed by a surface of the moulded body extending in vertical
directions, at least one of the subregions (41, 42) being formed such that electrical contact can be made by way of the side face. A
method that is particularly suitable for producing such a component is also provided.

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Es wird ein Bauelement (100)mit einem Trager (1) und einem auf dem Triger angeordneten Halbleiterkdrper (2) angegeben,
wobei der Triager aus einem Formkérper (5) sowie einer Metallschicht (4) gebildet ist. Die Metallschicht weist zur elektrischen
Kontaktierung des Halbleiterkérpers einen ersten Teilbereich (41) und einen zweiten Teilbereich (42) auf, wobei der erste
Teilbereich von dem zweiten Teilbereich durch einen Zwischenraum (40) lateral beabstandet und dadurch elektrisch getrennt ist.
Der Formkérper fiillt den Zwischenraum auf und weist eine sich in lateralen Richtungen erstreckende Oberfléche auf, welche frei
von den Teilbereichen der Metallschicht ist und die Riickseite des Tragers bildet. Der Trager weist eine Seitenfldche (10) auf, die
bereichsweise durch eine sich in vertikalen Richtungen erstreckende Obertldche des Formkérpers gebildet ist, wobei zumindest
einerder Teilbereiche (41, 42) tiber die Seitenfliche elektrisch kontaktierbar ausgebildet ist. Des Weiteren wird ein Verfahren
angegeben, das zur Herstellung eines solchen Bauelements besonders geeignet ist.
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Beschreibung

Bauelement und Verfahren zur Herstellung eines Bauelements

Es werden ein Bauelement und ein Verfahren zur Herstellung

eines oder einer Mehrzahl von Rauelementen angegeben.

Mobile elektronische Gerate mit einer LCD-Anzeige weisen zur
Hinterleuchtung eine Mehrzahl von Licht emittierenden
Bauelementen auf. Es ist wlinschenswert, dass das Gewicht und
die Bauhdhe solcher Gerate mdglichst gering gehalten werden
sollen. Daher ist es erstrebenswert, das Gewicht und die
Bauhohe der Licht emittierenden Bauelemente insbesondere bei
Beibehaltung deren Effizienz sowie Strahlungsleistung zu

reduzieren.

Eine Aufgabe ist es, ein BRauelement mit einer geringen
Bauhdhe und einer hohen mechanischen Stabilitdt anzugeben.
Eine weitere Aufgabe ist es, ein vereinfachtes und zugleich
kostenglinstiges Verfahren zur Herstellung eines oder einer

Mehrzahl von Bauelementen anzugeben.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Bauelements weist
dieses einen Trager und einen auf dem Tradger angeordneten
Halbleiterkorper auf. Der Trager weist eine dem
HalbleiterkoOrper zugewandte Vorderseite und eine dem
Halbleiterkorper abgewandte Rickseite auf. Insbesondere ist
der Trager unmittelbar am Halbleiterkdrper hergestellt. Das
bedeutet, dass der Trager etwa nicht in einem wvon dem
HalbleiterkOrper separaten Produktionsschritt hergestellt
wird und der HalbleiterkOrper zum Beispiel mittels einer

Verbindungsschicht an dem Trager befestigt wird.
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Der Trager kann aus einem Formkdrper und einer Metallschicht
gebildet sein. Die Metallschicht ist etwa zur elektrischen
Kontaktierung des Halbleiterkdrpers eingerichtet. Der
Formk&érper ist bevorzugt elektrisch isolierend und
insbesondere aus einem elektrisch isolierenden Matrixmaterial
wie aus einem Kunststoff, etwa aus einem Harz ausgebildet.
Auch kann der Formkorper Licht streuende oder Licht
reflektierende Partikel aufweisen, die etwa in dem
Matrixmaterial des Formkdrpers eingebettet sind. Die
Metallschicht kann in dem Formkdrper eingebettet sein, sodass
die Rilickseite des Tréadgers etwa frei von der Metallschicht
ist. Insbesondere kann die Riickseite des Tragers
ausschlieBlich durch eine Oberfldche des Formkdrpers
ausgebildet sein. Die Vorderseite des Trager kann jedoch
bereichsweise durch eine Oberflache des Formkdrper und
bereichsweise durch eine Oberflache der Metallschicht

gebildet sein.

Der Halbleiterkdrper kann eine der Vorderseite des Tragers
abgewandte erste Halbleiterschicht eines ersten
Ladungstragertyps und eine der Vorderseite des Tragers
zugewandte zweite Halbleiterschicht eines zweiten
Ladungstragertyps aufweisen. Die erste Halbleiterschicht kann
dabei n-leitend und die zweite Halbleiterschicht p-leitend
ausgebildet sein, oder umgekehrt. Bevorzugt enthalt der
Halbleiterkdrper eine aktive Schicht, die im Betrieb des
Bauelements bevorzugt zur Detektion oder Emission von
elektromagnetischen Strahlungen eingerichtet ist.
Insbesondere ist die aktive Schicht in vertikaler Richtung
zwischen der ersten und der zweiten Halbleiterschicht
angeordnet. Zum Beispiel ist die aktive Schicht eine p-n-
Ubergangszone, die als eine Schicht oder als eine

Schichtenfolge mehrerer Schichten ausgebildet sein kann.
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Unter einer vertikalen Richtung wird eine Richtung
verstanden, die insbesondere senkrecht zu einer
Haupterstreckungsfldache des Halbleiterkérpers gerichtet ist.
Insbesondere ist die vertikale Richtung eine Aufwachsrichtung
der Halbleiterschichten des Halbleiterkdrpers. Unter einer
lateralen Richtung wird eine Richtung verstanden, die etwa
parallel zu der Haupterstreckungsflache verlauft.
Insbesondere sind die vertikale Richtung und die laterale

Richtung quer, etwa senkrecht zueinander gerichtet.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Bauelements weist
die Metallschicht einen ersten Teilbereich und einen von dem
ersten Teilbereich elektrisch getrennten zweiten Teilbereich
auf. Die Teilbereiche sind elektrisch getrennt, wenn sie etwa
verschiedenen elektrischen Polaritdten des Bauelements
zugeordnet sind. Der erste Teilbereich kann durch einen
Zwischenraum von dem zweiten Teilbereich lateral rdumlich
beabstandet und dadurch von dem zweiten Teilbereich
elektrisch getrennt sein. Zur elektrischen Kontaktierung des
HalbleiterkOrpers ist der erste Teilbereich etwa mit der
ersten Halbleiterschicht und der zweite Teilbereich etwa mit
der zweiten Halbleiterschicht des Halbleiterkdrpers

elektrisch leitend verbunden.

Die dem Halbleiterkdrper zugewandte Vorderseite des Tragers
kann bereichsweise durch sich in lateralen Richtungen
erstreckende Oberfldchen des ersten und/oder des zweiten
Teilbereichs der Metallschicht gebildet sein. Dabei konnen
der erste und der zweite Teilbereich der Metallschicht an der
Vorderseite des Tragers etwa von dem Formkdrper unbedeckt
sein. Die an der Vorderseite des Tragers von dem Formkorper

unbedeckten Oberflichen des ersten und/oder des zwelten
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Teilbereichs der Metallschicht koénnen in Draufsicht auf den

Trager von dem Halbleiterkdrper vollstédndig bedeckt sein.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Bauelements fullt
der Formkérper den in der lateralen Richtung zwischen den
Teilbereichen der Metallschicht angeordneten Zwischenraum
insbesondere vollstandig aus. Der Formkdrper kann eine sich
in lateralen Richtungen erstreckende Oberfldche aufweisen,
welche die Riickseite des Tragers bildet, wobei die Riickseite
des Tragers insbesondere frei von Offnungen und frei von den
Teilbereichen der Metallschicht ist. In Draufsicht von der
Rickseite auf die Vorderseite kann der Formkérper die
Metallschicht und/oder den Halbleiterkorper vollstandig

bedecken.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Bauelements weist
der Trager eine Seitenflache auf. Insbesondere ist die
Seitenflache des Tragers etwa bereichsweise durch eine sich
in vertikalen Richtungen erstreckende Oberflache des
Formk&rpers gebildet. Der Formkdrper und die Metallschicht
sind dabei insbesondere so ausgebildet, dass der erste
Teilbereich und/oder der zweite Teilbereich tber die
Seitenflache des Tragers extern elektrisch kontaktierbar ist.
Die Seitenflédche des Tragers kann dabei Bereiche aufweisen,
die etwa durch eine Oberflache des ersten Teilbereichs
und/oder durch eine Oberfldche des zweiten Teilbereichs
gebildet sind. An der Seitenfldche des Tragers kdnnen die
Teilbereiche der Metallschicht elektrisch kontaktierbare
Oberfldchen aufweisen, die bevorzugt frei von einem Material
des Formkérpers sind. Die elektrisch kontaktierbaren
Oberflidchen des ersten Teilbereichs und/oder des zweiten
Teilbereichs kdénnen von einer elektrisch leitfdhigen

Schutzschicht etwa in Form einer Kontaktschicht bedeckt sein.
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Die Schutzschicht weist zum Beispiel ein Edelmetall, etwa
Gold oder Silber, auf. Die Schutzschicht kann die an der
Seitenfldache von einem Material des Formkdrpers unbedeckten
und elektrisch kontaktierbaren Oberfldchen der Metallschicht
vollstandig bedecken, sodass die Metallschicht etwa vor
Umwelteinfliissen wie Feuchtigkeit oder Sauerstoff geschiitzt
wird, wodurch eine Oxidation der Metallschicht, etwa der an
der Seitenflache des Tragers freigelegten Oberflachen der

Teilbereiche, verhindert wird.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Bauelements ist
dieses als ein optoelektronisches Bauteil ausgebildet. Dabei
kann das Bauteil als Aktor (Sender) oder als Detektor
(Empfanger) oder als Kombination aus zumindest einem Aktor
und zumindest einem Detektor (Optokoppler) ausgebildet sein.
Insbesondere ist das Bauelement als eine Licht emittierende

Diode (LED) ausgestaltet.

In mindestens einer Ausfiihrungsform des Bauelements weist
dieses einen Trager und einen auf dem Tradger angeordneten
Halbleiterkorper auf. Der Trager weist eine dem
HalbleiterkoOrper zugewandte Vorderseite und eine dem
Halbleiterkdrper abgewandte Rickseite auf. Der
Halbleiterkorper umfasst eine der Vorderseite des Tragers
abgewandte erste Halbleiterschicht, eine der Vorderseite des
Tragers zugewandte zweite Halbleiterschicht und eine in der
vertikalen Richtung zwischen der ersten und der zweiten
Halbleiterschicht angeordnete aktive Schicht. Der Trager ist
insbesondere aus einem Formkdrper und einer Metallschicht
gebildet. Die Metallschicht weist einen zur elektrischen
Kontaktierung der ersten Halbleiterschicht eingerichteten
ersten Teilbereich und einen zur elektrischen Kontaktierung

der zweiten Halbleiterschicht eingerichteten zweiten
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Teilbereich auf, wobeil der erste Teilbereich von dem zweiten
Teilbereich durch einen Zwischenraum lateral beabstandet und
dadurch elektrisch getrennt ist. Der Formkdrper kann den
Zwischenraum ausfiillen und eine sich in lateralen Richtungen
erstreckende Oberflache aufweisen, die die Riickseite des
Tragers bildet. Die Rickseite des Tragers ist somit
insbesondere frei von den Teilbereichen der Metallschicht.
Der Trager weist eine Seitenfldche auf, die zumindest
bereichsweise durch eine sich in vertikalen Richtungen
erstreckende Oberfliche des Formkdrpers gebildet ist. Uber
die Seitenflache ist zumindest einer der Teilbereiche der

Metallschicht elektrisch kontaktierbar ausgebildet.

Bei einer solchen Ausgestaltung des Bauelements kann die
Seitenflache des Tragers als eine Montagefliache des
Bauelements ausgebildet sein. Uber die als Montagefliche
ausgebildete Seitenfldche kann das Bauelement extern
elektrisch kontaktiert werden. Bevorzugt sind sowohl der
erste Teilbereich als auch der zweite Teilbereich der
Metallschicht iber die Seitenfldche des Tradgers extern
elektrisch kontaktierbar ausgebildet. So kann das Bauelement
an der Seitenfldche an einer Leiterplatte befestigt und
elektrisch kontaktiert werden. Die Gesamtbauhohe des
Bauelements ist in diesem Fall nicht die Gesamthoéhe etwa aus
einer vertikalen Hohe des Tragers und einer vertikalen Hohe
des HalbleiterkOrpers, sondern eine laterale Breite des
Bauelements, die etwa quer, insbesondere senkrecht zu der
Aufwachsrichtung des Halbleiterkdrpers gerichtet ist. Die
Gesamtbauhdhe kann deshalb bei der Herstellung des
Bauelements vereinfacht eingestellt werden, da die laterale
Dimension im Gegensatz zur vertikalen Dimension des
Bauelements etwa erst bei einem Vereinzelungsprozess

festgelegt wird. Die Montagefldche des Bauelements verlauft



10

15

20

25

30

WO 2016/202794 PCT/EP2016/063622

in diesem Fall im Wesentlichen parallel zu der
Aufwachsrichtung der Halbleiterschichten des
Halbleiterkdrpers. Auch eine Hauptabstrahlrichtung des
Bauelements kann so eingestellt werden, dass diese etwa
parallel zu der als Montageflache des Bauelements
ausgebildeten Seitenfldche des Tragers verlauft, sodass das
Bauelement bevorzugt als ein Seitenstrahler (englisch:

sidelooker) ausgebildet ist.

Ein solches Bauelement kann eine besonders geringe Bauhohe
aufweisen, die etwa zwischen einschlieBlich 50 und 200 um,
insbesondere zwischen 50 und 150 pum oder etwa zwischen
einschlieBlich 50 und 100 pm betrdagt. Auch die Baubreite kann

besonders gering gehalten werden.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Bauelements weist
die Seitenfldche eine Stufe auf, wobei zumindest einer der
Teilbereiche an der Stufe extern elektrisch kontaktierbar
ausgebildet ist. Insbesondere sind sowohl der erste
Teilbereich als auch der zweite Teilbereich der Metallschicht
an der Stufe extern elektrisch kontaktierbar ausgebildet. Mit
einer Stufe auf der Seitenflache kann die Schutzschicht
vereinfacht auf die Seitenflédche aufgebracht werden. Auch
kann eine Montage des BRauelements zum Beispiel auf einer
Leiterplatte vereinfacht realisiert werden, indem etwa eine
Verbindungsschicht insbesondere in Form einer Lotschicht im
Bereich der Stufe zwischen dem Bauelement und der
Leiterplatte ausgebildet wird, wodurch die Gesamtbauhohe

durch die Verbindungsschicht kaum oder nicht erhdéht wird.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Bauelements weist
dieses eine weitere Metallschicht auf, die in vertikaler

Richtung zwischen dem Halbleiterkdrper und der Metallschicht
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angeordnet ist. Die weitere Metallschicht kann in Draufsicht
den zwischen den Teilbereichen angeordneten Zwischenraum
lateral udberbricken und so das Bauelement an Stellen des
Zwischenraums mechanisch verstdrken. Dabei kann die weitere
Metallschicht einen GroBteil des Zwischenraums, etwa

<

mindestens 60 %, mindestens 70 % oder bevorzugt mindestens 90
% des Zwischenraums iberdecken. Durch die weitere
Metallschicht k&nnen mogliche mechanische Schwachstellen im

Bereich des Zwischenraums vermieden werden.

Die weitere Metallschicht kann dabei zusammenhdngend
ausgebildet und ebenfalls fir die elektrische Kontaktierung
des HalbleiterkOrpers eingerichtet sein. Beispielsweise ist
die weitere Metallschicht mit dem ersten Teilbereich oder mit
dem zweiten Teilbereich der Metallschicht elektrisch leitend
verbunden. Die weitere Metallschicht kann auch als Teil des
Tragers ausgebildet sein. Insbesondere ist die weitere
Metallschicht mittels eines Beschichtungsverfahrens auf dem
Halbleiterkdrper ausgebildet, bevor die Metallschicht etwa
auf die weitere Metallschicht und auf den Halbleiterkdrper

aufgebracht wird.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Bauelements weist
dieses eine Durchkontaktierung auf. Die Durchkontaktierung
kann sich bereichsweise im Halbleiterkorper befinden und in
der vertikalen Richtung etwa durch die zweite
Halbleiterschicht sowie die aktive Schicht hindurch zur
elektrischen Kontaktierung der ersten Halbleiterschicht
erstrecken. In dem HalbleiterkOrper kann die
Durchkontaktierung in den lateralen Richtungen von dem
Halbleiterkorper vollumfanglich umschlossen sein. Die
Durchkontaktierung kann dabei mit dem ersten Teilbereich der

Metallschicht elektrisch leitend verbunden sein. Dabei kann
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die Durchkontaktierung mit der weiteren Metallschicht
elektrisch leitend verbunden oder von der weiteren
Metallschicht elektrisch getrennt sein. Zur Verbesserung der
Stromverteilung kann das Bauelement auch eine Mehrzahl wvon

solchen Durchkontaktierungen aufweisen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform einer Vorrichtung zur
Hinterleuchtung weist die Vorrichtung ein Bauelement und eine
Leiterplatte auf. Das Bauelement ist dabei insbesondere als
ein Seitenstrahler ausgebildet. Eine Seitenflidche des Tragers
beziehungsweise des Bauelements ist dabei bevorzugt als eine
Montageflidche des Bauelements ausgebildet, sodass das
Bauelement an der Seitenflache insbesondere an der
Leiterplatte befestigt und dadurch mit der Leiterplatte
elektrisch verbunden werden kann. Zum Beispiel ist das
Bauelement mittels einer Verbindungsschicht mit der
Leiterplatte mechanisch, bevorzugt auch elektrisch verbunden.
Die Verbindungsschicht kann elektrisch leitfdhig, etwa in
Form einer Lotschicht, zum Beispiel in Form einer Lotkugel,
ausgebildet sein. Dabei kodnnen die Teilbereiche der
Metallschicht an der Seitenfldche etwa mittels der elektrisch
leitfahigen Verbindungsschicht mit Leiterbahnen auf der
Leiterplatte elektrisch verbunden werden. Bevorzugt ist die
aktive Schicht des HalbleiterkOrpers im Betrieb des
Bauelements zur Erzeugung einer elektromagnetischen Strahlung
etwa 1im sichtbaren, infraroten oder ultravioletten
Spektralbereich eingerichtet. Im Betrieb der Vorrichtung
weist das Bauelement eine Hauptabstrahlrichtung auf, die
insbesondere parallel zu der Montagefldche und somit parallel

zur Leiterplatte verlauft.

Die Vorrichtung kann dabei als eine Display-Hinterleuchtung

ausgebildet sein, wobei die Vorrichtung etwa einen



10

15

20

25

30

WO 2016/202794 PCT/EP2016/063622

Lichtleiter mit einer Lichteintrittsflache aufweist. Das
Bauelement und der Lichtleiter sind insbesondere so
zueinander angeordnet, dass die Hauptabstrahlrichtung des
Bauelements etwa senkrecht zu der Lichteintrittsflache des
Lichtleiters gerichtet ist. Das Bauelement und der
Lichtleiter kdonnen eine im Wesentlichen gleiche Bauhohe

aufweisen.

Eine Anwendung eines hier beschriebenen Bauelements, das etwa
als ein Seitenstrahler ausgebildet ist, in einer Vorrichtung
zur Display-Hinterleuchtung kann die Bauhohe der Vorrichtung
signifikant reduzieren, ohne dabei die Effizienz bzw. die
Strahlungsleistung des Bauelements negativ zu beeinflussen.
Mit der Anwendung eines hier beschriebenen BRauelements kann
die Bauhohe der Vorrichtung auf eine Gesamthéhe von circa 200

pm oder weniger erzielt werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform eines Verfahrens zur
Herstellung eines oder einer Mehrzahl von Bauelementen wird
ein Verbund mit einem Halbleiterschichtenstapel, einer
Metallschicht und einem Formko&rperverbund bereitgestellt. Der
Halbleiterschichtenstapel weist zumindest einen
Halbleiterkdrper mit einer ersten sowie einer zweiten
Halbleiterschicht und einer in der vertikalen Richtung
zwischen der ersten und der zweiten Halbleiterschicht
angeordneten aktiven Schicht auf. Der
Halbleiterschichtenstapel kann eine Mehrzahl von solchen
lateral beabstandeten Halbleiterkérpern aufweisen, wobei der
Halbleiterschichtenstapel zundchst zusammenhdngend
ausgebildet, etwa auf ein Aufwachssubstrat epitaktisch
aufgewachsen, und in einem nachfolgenden Verfahrensschritt in
eine Mehrzahl von nebeneinander angeordneten

Halbleiterkdrpern strukturiert werden kann.
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Die Metallschicht kann einen ersten Teilbereich zur
elektrischen Kontaktierung der ersten Halbleiterschicht und
einen zweiten Teilbereich zur elektrischen Kontaktierung der
zwelten Halbleiterschicht aufweisen, wobei die Teilbereiche
etwa durch einen Zwischenraum lateral beabstandet und dadurch
voneinander elektrisch getrennt sind. Der Verbund kann auch
eine Mehrzahl wvon solchen Metallschichten aufweisen, wobei
die Metallschichten jeweils bevorzugt einem Halbleiterkérper
zugeordnet sind. Die Metallschicht bzw. die Metallschichten
kénnen etwa mittels eines galvanischen oder eines stromlosen
Beschichtungsverfahrens auf den Halbleiterschichtenstapel

bevorzugt strukturiert aufgebracht werden.

Der Formkdrperverbund bedeckt die Teilbereiche der
Metallschicht in Draufsicht von dem Trager auf den
HalbleiterkoOrper insbesondere vollstandig. In den lateralen
Richtungen kann der Formkorperverbund die Teilbereiche der
Metallschichten oder die Metallschichten vollumfanglich
umschlielen. Der Zwischenraum bzw. die Zwischenrdume zwischen
den Teilbereichen der jeweiligen Metallschicht sind
insbesondere von dem Formkorperverbund aufgefiillt. Der
Formkérperverbund kann etwa mittels eines GielBverfahrens,
bevorzugt mittels Formpressens oder eines
Granulatmoldverfahrens, auf und um die Metallschicht bzw. die
Metallschichten aufgebracht werden. Insbesondere wird der
Formkorperverbund am Halbleiterschichtenstapel, das heillt im
Waferverbund etwa auf Waferebene, gebildet. Der
Formk&érperverbund ist dabei insbesondere aus einem

Kunststoff, etwa in Form einer Vergussmasse, ausgebildet.

Unter einem GieBverfahren wird allgemein ein Verfahren
verstanden, mit dem eine Formmasse gemdB einer vorgegebenen

Form ausgestaltet und erforderlichenfalls ausgehartet werden
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kann. Insbesondere umfasst der Begriff ,GieBverfahren™ Gielen
(molding), Folien assistiertes GieBen (film assisted
molding), SpritzgieBlen (injection molding), Spritzpressen

(transfer molding) und Formpressen (compression molding).

Nach dem Aufbringen des Formkdrpers kann das Aufwachssubstrat
von dem Halbleiterschichtenstapel beziehungsweise von dem
Halbleiterkdrper entfernt werden, sodass das herzustellende
Bauelement bevorzugt frei von einem Aufwachssubstrat ist. Das
Entfernen des Aufwachssubstrats kann mechanisch etwa durch
Schleifen, chemisch etwa durch Atzen oder durch ein
Laserabhebeverfahren erfolgen. Der Halbleiterschichtenstapel
kann danach in eine Mehrzahl von Halbleiterkdrpern
strukturiert werden. Es ist auch denkbar, dass der
Halbleiterschichtenstapel etwa von einer dem Aufwachssubstrat
abgewandter Seite des Halbleiterschichtenstapels her vor oder
nach dem Entfernen des Aufwachssubstrats in eine Mehrzahl wvon

Halbleiterkorpern strukturiert wird.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird
zumindest ein Graben ausgehend von der Seite des
Halbleiterschichtenstapels in den Formkdrperverbund hinein
zur Freilegung des ersten und/oder des zweiten Teilbereichs
der Metallschicht ausgebildet. Auch eine Mehrzahl wvon solchen
Graben kann in den Formkérperverbund zur Freilegung einer
Mehrzahl von Teilbereichen der Metallschicht bzw. der
Metallschichten ausgebildet werden. Dabei kann ein

mechanisches Verfahren wie Sdgen angewendet werden.

Nach der Ausbildung des Grabens bzw. der Graben kann ein
einzelner Trager oder eine Mehrzahl von einzelnen Tragern
ausgebildet werden, wobei der einzelne Tradger aus dem

Formk&érperverbund und der Metallschicht hervorgeht und etwa
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einem HalbleiterkOrper zugeordnet ist und diesen mechanisch
tragt. Insbesondere wird der Trager so ausgebildet, dass
dieser eine Seitenfldche aufweist, die zumindest
bereichsweise durch eine Seitenwand des Grabens gebildet ist
und der von dem Formkorper freigelegte Teilbereich der
Metallschicht an der Seitenflache elektrisch kontaktierbar
ist. Dabei kann der freigelegte Teilbereich der Metallschicht
durch eine elektrisch leitfiahige Schutzschicht auf der

Seitenflache bedeckt sein.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform eines Verfahrens zur
Herstellung einer Mehrzahl von Bauelementen wird der Verbund
mit einer Mehrzahl von lateral beabstandeten Metallschichten
und Halbleiterkodrpern bereitgestellt. Der Verbund kann dabei
eine Mehrzahl von Trenngrdben zwischen den Halbleiterkdrpern
des herzustellenden Rauelements aufweisen. Eine Mehrzahl von
Graben kann entlang der Trenngraben und etwa seitlich der
HalbleiterkoOrper oder seitlich der jeweiligen aktiven
Schichten in den Formkorperverbund ausgebildet werden, sodass
eine Mehrzahl von ersten und/oder zweiten Teilbereichen an
Seitenwdnden der Graben freigelegt wird. Dabei kann sich der
Graben teilweise in die Metallschicht, etwa in den ersten
und/oder zweiten Teilbereich hinein erstrecken. Das bedeutet,
die Metallschicht bzw. die Metallschichten kénnen bei der
Ausbildung des Grabens bzw. der Graben angeschnitten und/oder
teilweise entfernt werden. Es ist auch mdglich, dass der
Graben oder die Mehrzahl von Graben lediglich so tief in den
Formk&érperverbund ausgebildet werden, bis die Metallschicht
bzw. die Mehrzahl von Metallschichten bereichsweise

freigelegt werden.

Nach der Freilegung der ersten und/oder zweiten Teilbereiche

kann der Verbund in eine Mehrzahl von Bauelementen so
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vereinzelt werden, dass die vereinzelten Bauelemente Jjeweils
einen einzelnen Trager und einen auf dem Tradger angeordneten
Halbleiterkorper aufweisen. Der einzelne Trager kann aus dem
vereinzelten Formkdrperverbund und einer der Metallschichten
mit einem ersten und zweiten Teilbereich ausgebildet sein.
Insbesondere ist der Formkdrperverbund vor der Vereinzelung
zusammenhangend, bevorzugt einstiickig - das heilt in einem
einzigen Verfahrensschritt herstellbar - ausgebildet.
Insbesondere erfolgt die Vereinzelung des Verbunds in eine
Mehrzahl von Bauelementen ausschliel3lich durch den
Formkorperverbund hindurch, wobei die Metallschichten bei der

Vereinzelung nicht verletzt, etwa nicht angeschnitten werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird der
Graben oder die Mehrzahl von Graben vor dem Ausbilden des
einzelnen Tragers so ausgebildet, dass sowohl die Seitenwand
als auch eine Bodenfldche des Grabens durch eine Oberflache
des ersten Teilbereichs und/oder eine Oberflache des zweiten
Teilbereichs gebildet werden. Dabei ist es moéglich, dass der
erste und/oder zweite Teilbereich bei der Formung des Grabens
etwa angeschnitten oder angesagt und dadurch teilweise
entfernt wird. Der erste und/oder zweite Teilbereich kann
dabei an einer Seitenoberflache eine Stufe aufweisen. In
einer lateralen Richtung kann die Stufe eben oder gekrimmt
ausgebildet sein. Insbesondere weist die Stufe eine sich in
der lateralen Richtung erstreckende Oberflache auf, die
beispielsweise die Form einer gekrimmten Vertiefung und somit
einen endlichen Radius aufweist, der von Null wverschieden
ist. Eine solche Vertiefung kann als eine
Verankerungsstruktur etwa flir eine Verbindungsschicht bilden,
sodass ein Material der Verbindungsschicht in die
Verankerungsstruktur eingreifen kann und somit die

mechanische Stabilitat einer Verbindung des Bauelements etwa
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mit einer Leiterplatte erhoht. Die Stufe des ersten und/oder
des zweiten Teilbereichs kann dabei Bestandteil der Stufe der
Seitenflache des Tragers des herzustellenden Bauelements
sein. Die Stufe, die etwa durch Oberflidchen des
Formk&érperverbunds und der Metallschicht auf der Seitenfléache
des Tragers gebildet sind, kann dabei das herzustellende

Bauelement vollumfanglich umlaufen.

Vor der Ausbildung des einzelnen Tragers, etwa vor der
Vereinzelung des Verbunds in eine Mehrzahl wvon Bauelementen,
kann eine elektrisch leitfiahige Kontaktschicht auf den
freigelegten ersten und/oder zweiten Teilbereich der
Metallschicht aufgebracht werden. Die Kontaktschicht enthalt
bevorzugt ein Edelmetall wie etwa Silber oder Gold.
Insbesondere weist die Kontaktschicht eine Nickel-Palladium-
Gold-Legierung oder einen daraus beruhenden Schichtstapel
auf. Die Kontaktschicht kann dabei den freigelegten
Teilbereich der Metallschicht vollstandig bedecken.
Insbesondere bedeckt die Kontaktschicht sowohl eine vertikale
als auch eine laterale Oberfldche des ersten und/oder des
zweliten Teilbereichs und somit die Stufe der Metallschicht.
Die Kontaktschicht kann dabei selbst die Form einer Stufe
aufweisen. Die Kontaktschicht kann durch galvanisches oder
stromloses Abscheiden auf die Riickseite des Tragers

aufgebracht werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird der
Verbund sowohl bei der Ausbildung der Graben als auch bei der
Vereinzelung angesagt. Insbesondere wird ein erster
Sdgeschnitt der Graben so breit erzeugt, dass der Verbund
durch einen schmadleren Sageschnitt innerhalb des ersten
Sdgeschnitt vereinzelt wird, ohne dabei die Metallschicht

anzuschneiden.
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Das oben beschriebene Verfahren ist fir die Herstellung eines
hier beschriebenen BRauelements besonders geeignet. Im
Zusammenhang mit dem Bauelement beschriebenen Merkmale koénnen
daher auch fir das Verfahren herangezogen werden und

umgekehrt.

Weitere Vorteile, bevorzugte Ausfiihrungsformen und
Weiterbildungen des Verfahrens sowie des Bauelements ergeben
sich aus den im Folgenden in Verbindung mit den Figuren 1A

bis 6 erlauterten Ausfiihrungsbeispielen. Es zeigen:

Figuren 1A bis 4A verschiedene Verfahrensstadien eines
Ausfiihrungsbeispiels fiir ein Verfahren zur
Herstellung eines oder einer Mehrzahl von

Bauelementen in schematischen Schnittansichten,

Figur 4B eine schematische Darstellung eines

Ausfihrungsbeispiels flir Bauelemente,

Figuren 5A bis 5B Ausfihrungsbeispiele fiir ein Bauelement

schematischen Schnittansichten, und

Figur 6 ein Ausfihrungsbeispiele fiir eine Vorrichtung mit

einem Bauelement in schematischer Schnittansicht.

Gleiche, gleichartige oder gleich wirkende Elemente sind in
den Figuren mit gleichen BRezugszeichen versehen. Die Figuren
sind jeweils schematische Darstellungen und daher nicht
unbedingt maRstabsgetreu. Vielmehr kdénnen vergleichsweise
kleine Elemente und insbesondere Schichtdicken zur

Verdeutlichung tbertrieben groll dargestellt werden.
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In Figur 1A ist ein Verbund 200 in schematischer
Schnittansicht in einer XZ-Ebene dargestellt, wobei X eine

laterale Richtung und Z eine vertikale Richtung bezeichnet.

Der Verbund weist einen Halbleiterschichtenstapel 20 auf. Der
Halbleiterschichtenstapel 20 kann zunachst zusammenhangend
ausgebildet und in einem nachfolgenden Verfahrensschritt
beispielsweise durch Ausbildung eines oder einer Mehrzahl von
Trenngraben 60 in eine Mehrzahl von etwa nebeneinander
angeordneten Halbleiterkdrpern 2 unterteilt werden. Die
Halbleiterkdrper 2 kénnen dabei in einer Matrixform mit einer
Mehrzahl von Reihen und Spalten angeordnet sein. Der
Halbleiterschichtenstapel 20 kann mittels eines Epitaxie-
Verfahrens bevorzugt schichtenweise auf ein Aufwachssubstrat
(in der Figur 1A nicht dargestellt) abgeschieden werden. Das
Aufwachssubstrat kann in einem spadteren Verfahrensschritt von
dem Halbleiterschichtenstapel 20 bzw. von den
Halbleiterkdrpern 2 entfernt werden, sodass das
herzustellende Bauelement insbesondere frei von einem

Aufwachssubstrat ist.

In der Figur 1A ist der Halbleiterschichtenstapel 20 auf
einem Formkorperverbund 50 angeordnet. Der Formkdrperverbund
kann zusammenhadngend ausgebildet und etwa mittels eines
GieBverfahrens auf den Halbleiterschichtenstapel 20
aufgebracht werden. Insbesondere wird der Formkdrperverbund
50 ausgebildet, bevor der Halbleiterschichtenstapel 20 in
eine Mehrzahl von Halbleiterkdrper 2 strukturiert wird. Zum
Beispiel ist der Formkdrperverbund 50 aus einem elektrisch
isolierenden Kunststoff, etwa Harz wie Epoxidharz,
Silikonharz oder Acrylate ausgebildet. Der Formkorperverbund
50 kann Licht streuende und/oder Licht reflektierende

Partikel, etwa aus Siliziumoxid oder Titanoxid, aufweisen.
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In der Figur 1A ist eine Mehrzahl von Metallschichten 4
dargestellt, die in der lateralen Richtung voneinander
raumlich beabstandet sind. Insbesondere ist jede
Metallschicht 4 einem Halbleiterkdrper 2 zugeordnet. Die
Metallschicht 4 ist zur elektrischen Kontaktierung des
entsprechenden HalbleiterkOrpers 2 eingerichtet. Das heildt,
die Metallschicht 4 kann mittelbar oder unmittelbar mit einem
Halbleiterkorper 2 elektrisch leitend verbunden sein. Die
Metallschichten 4 ist in der Figur 1A in lateralen Richtungen
von dem Formkdrperverbund 50 vollstandig umgeben. In
Draufsicht auf die Halbleiterkdrper 2 bedeckt der
Formk&érperverbund 50 die Metallschichten 4 vollstandig. In
der vertikalen Richtung kdénnen weitere Schichten, etwa eine
weitere Metallschicht 3, eine Verdrahtungsstruktur 8 und/oder
eine Isolierungsstruktur 9 zwischen den Halbleiterkdrpern 2

und dem Formkérperverbund 50 angeordnet sein.

In Draufsicht tberlappt der HalbleiterkOrper 2 mit der ihm
zugeordneten Metallschicht 4. Der Trenngraben 60 bzw. die
Mehrzahl von Trenngrdben 60 weisen jeweils eine Bodenflache
auf, die insbesondere frei von einem Material der
Halbleiterkorper 2 bzw. des Halbleiterschichtenstapels 20
ist. Die Halbleiterkdrper 2, die Trenngridben 60 und die
Metallschichten 4 sind so angeordnet, dass eine Bodenflache
des jeweiligen Trenngrabens 60 in Draufsicht teilweise mit
einer Metallschicht 4 {iberlappt, wobei die Bodenfldche des
Trenngrabens 60 frei von den Halbleiterkdrpern 2 ist. In
Figur 1A iberlappt die jeweilige Metallschicht 4 in
Draufsicht sowohl mit einem Halbleiterkdrper 2 als auch mit

einem Trenngraben 60.

In Figur 1B ist der Verbund 200 in schematischer

Schnittansicht in einer YZ-Ebene dargestellt, wobei Y eine
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weitere laterale Richtung ist, die etwa quer, insbesondere

senkrecht, zu der lateralen X-Richtung gerichtet ist.

In der Figur 1B wird dargestellt, dass der Formkorperverbund
50 und die Metallschicht 4 einen herzustellenden Trager 1 fir
einen Halbleiterkorper 2 bilden. Der Tradger 1 weist eine dem
HalbleiterkoOrper 2 zugewandte Vorderseite 11 und eine dem
Halbleiterkorper 2 abgewandte Rickseite 12 auf. Die Rickseite
12 ist insbesondere durch eine Oberflache des
Formk&érperverbunds 50 gebildet. Die Rickseite 12 ist dabei
frei von der Metallschicht 4. Die Vorderseite 11 des Tragers
kann bereichsweise durch eine Oberflache der Metallschicht 4

gebildet sein.

Der Halbleiterschichtenstapel 20 bzw. der Halbleiterkdrper 2
weist eine dem Trager 1 abgewandte erste Hauptfldche 201 und
eine dem Trager 1 zugewandte zweite Hauptflache 202 auf.
Insbesondere ist die erste Hauptfldche 201 durch eine
Oberfldache einer ersten Halbleiterschicht 21 und die zweite
Hauptfldche 202 durch eine Oberfliache einer zweiten
Halbleiterschicht 22 des Halbleiterschichtenstapels 20
gebildet. Insbesondere ist die erste Halbleiterschicht 21
eine n-leitende Halbleiterschicht und die zweite
Halbleiterschicht 22 eine p-leitende Halbleiterschicht, oder
umgekehrt. Der Halbleiterschichtenstapel 20 weist aulerdem
eine aktive Schicht 23 auf, die zwischen der ersten
Halbleiterschicht 21 und der zweiten Halbleiterschicht 22

angeordnet ist.

Der Verbund 200 weist auf der Seite der zweiten Hauptflache
202 eine Verdrahtungsstruktur 8 auf. Die Verdrahtungsstruktur
8 ist zur elektrischen Kontaktierung des Halbleiterkdrpers 2

eingerichtet, wobei die Verdrahtungsstruktur 8 direkt oder
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indirekt mit verschiedenen Halbleiterschichten des
Halbleiterkorpers 2 elektrisch leitend verbunden sein kann.
Die Verdrahtungsstruktur 8 ist etwa zwischen dem
Halbleiterkdrper 2 und dem Trager 1 angeordnet, wobei die
Verdrahtungsstruktur 8 Teilbereiche aufweisen kann, die
elektrisch voneinander etwa durch eine Isolierungsstruktur 9
getrennt und somit verschiedenen elektrischen Polaritaten des
herzustellenden Bauelements 100 zugeordnet sein koénnen. In
Figur 1B sind die Verdrahtungsstruktur 8 und die
Isolierungsstruktur 9 stark vereinfacht dargestellt.
Abweichend von der Figur 1B kann sich die
Verdrahtungsstruktur 8 beispielsweise bereichsweise in den
Halbleiterkorper 2 hinein erstrecken. Auch kann sich die
Isolierungsstruktur 9 bereichsweise in die
Verdrahtungsstruktur 8 und/oder in den Halbleiterkdorper 2

hinein erstrecken.

Die Metallschicht 4 weist einen ersten Teilbereich 41 auf,
der etwa zur elektrischen Kontaktierung der ersten
Halbleiterschicht 21 eingerichtet ist. Ein zweiter
Teilbereich 42 der Metallschicht 4 ist in der lateralen
Richtung durch einen Zwischenraum 40 von dem ersten
Teilbereich 41 rdumlich beabstandet und somit von diesem
elektrisch getrennt. Der zweite Teilbereich 42 ist etwa zur
elektrischen Kontaktierung der zweiten Halbleiterschicht 22
eingerichtet. Die Teilbereiche 41 und 42 sind somit
verschiedenen elektrischen Polaritdten des herzustellenden
Bauelements zugeordnet und etwa lUber die Verdrahtungsstruktur
8 mit den jeweiligen Halbleiterschichten 21 und 22 des
Halbleiterschichtenstapels 20 bzw. des HalbleiterkOrpers 2
elektrisch leitend verbunden. Die Metallschicht 4 mit den
Teilbereichen 41 und 42 kann ein Metall, bevorzugt Kupfer,

aufweisen oder aus diesem Metall bestehen.
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In der Figur 1B weist der Verbund 200 eine weitere
Metallschicht 3 auf. Die weitere Metallschicht 3 kann
bevorzugt strukturiert, etwa mittels eines galvanischen
Beschichtungsverfahrens, auf den Halbleiterschichtenstapel 20
aufgebracht werden. Insbesondere enthalt die weitere
Metallschicht 3 ein Metall, etwa Nickel oder Kupfer. In der
vertikalen Richtung ist die weitere Metallschicht 3 zwischen
dem Halbleiterschichtenstapel 20 und der Metallschicht 4
angeordnet. In Draufsicht wird der Zwischenraum 40 von der
weiteren Metallschicht 3 lateral tberbriickt. Insbesondere
kann der Zwischenraum 40 von der weiteren Metallschicht 3 zu
einem grolen Teil oder vollstandig bedeckt sein. Der Verbund
200 kann eine Mehrzahl von solchen weiteren Metallschichten 3
aufweisen, die jeweils etwa einem Halbleiterkdrper 2
zugeordnet und so insbesondere voneinander lateral raumlich

beabstandet sind.

In der Figur 1B weisen die weitere Metallschicht 3 und die
Isolierungsstruktur 9 eine gemeinsame Offnung auf, durch die
sich der zweite Teilbereich 42 hindurch zu der
Verdrahtungsstruktur 8 erstreckt. Die Isolierungsstruktur 9
weist eine Offnung auf, durch die sich der erste Teilbereich
41 hindurch zur Bildung eines elektrischen Kontakts mit der
weiteren Metallschicht 3 erstreckt. Die Isolierungsstruktur 9
weist eine weitere Offnung auf, durch die sich die weitere
Metallschicht 3 hindurch zu der Verdrahtungsstruktur 8
erstreckt. Die weitere Metallschicht 3 und der zweite
Teilbereich 42 kénnen jeweils mit unterschiedlichen
Teilbereichen der Verdrahtungsstruktur 8 elektrisch verbunden
sein, wobei die Teilbereiche der Verdrahtungsstruktur 8 etwa
durch die Isolierungsstruktur 9 voneinander elektrisch
getrennt und somit verschiedenen elektrischen Polaritaten des

herzustellenden Bauelements zugeordnet sind.
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Die Metallschicht 4 und/oder die weitere Metallschicht 3
kénnen jeweils mittels eines galvanischen oder stromlosen
Beschichtungsverfahrens auf den Halbleiterschichtenstapel 20
abgeschieden werden. Insbesondere weist die weitere
Metallschicht 3 eine mittlere vertikale Dicke auf, die etwa
kleiner ist als eine mittlere vertikale Dicke der
Metallschicht 4. Die weitere Metallschicht 3 ist insbesondere
so dick ausgebildet, dass diese mechanisch stabil, bevorzugt
selbsttragend ausgebildet ist und somit zur mechanischen
Stabilisierung des Halbleiterschichtenstapels 20 bzw. des
herzustellenden Bauelements insbesondere an Stellen des
Zwischenraums 40 beitrdagt. In Figur 1B ist der Zwischenraum
40 von einem Material des Formkdrperverbunds 50 vollstandig
aufgefillt. In den lateralen Richtungen sind die Teilbereiche
41 und 42 der Metallschicht 4 somit von dem Formkdrperverbund
50 vollumfanglich umschlossen. Die Teilbereiche 41 und 42
weisen jeweils eine dem Halbleiterschichtenstapel 20
abgewandte Oberfliche auf, die von dem Formkdrperverbund 50

vollstandig bedeckt ist.

In Figur 2 wird eine Mehrzahl von Graben 61 entlang der
Trenngraben 60 etwa mittels eines mechanischen
Trennverfahrens, beigpielsweise mittels S&gens, ausgebildet.
Der Trenngraben 60 weist eine laterale Breite auf, die etwa
grolRer ist als eine laterale Breite des zugehérigen in dem
Trenngraben ausgebildeten Grabens 61. Der Trenngraben 61 ist
etwa zwischen zwei Halbleiterkdrpern 2 bzw. zwischen zwei
Reihen von Halbleiterkdrpern 2 angeordnet. Somit befindet
sich der Graben 61 oder die Mehrzahl von Gradben 61 jeweils
seitlich der Halbleiterkdrper 2. Insbesondere wird die
Mehrzahl von Graben 61 ausschlieBlich in den Bereichen der

Trenngraben 60 ausgebildet, sodass der Schichtenstapel 20 bei



10

15

20

25

30

WO 2016/202794 PCT/EP2016/063622

der Ausbildung der Graben 61 nicht oder nicht mehr entfernt

oder angeschnitten wird.

Der Graben 61 oder die Mehrzahl von Graben 61 wird
insbesondere so in den Formkdrperverbund 50 gebildet, dass
der erste Teilbereich 41 und/oder der zweite Teilbereich 42
der Metallschicht 4 in dem Graben 61 teilweise freigelegt
wird. Der Formkorperverbund 50 kann zur Ausbildung des
Grabens 61 von der Seite des Halbleiterschichtenstapels 20
aus bereichsweise etwa durch Sadgen entfernt werden. Dabei
kann die entsprechende Metallschicht 4 ebenfalls teilweise
entfernt werden, sodass eine Seitenwand und/oder eine
Bodenflidche des Grabens 61 durch eine freigelegte Oberflache
der Metallschicht 4, insbesondere eine Oberfliche des ersten
Teilbereichs 41 und/oder des zweiten Teilbereichs 42 gebildet
wird. Durch die Ausbildung des Grabens 61 kann der erste
Teilbereich 41 und/oder der zweite Teilbereich 42 jeweils
eine Seitenflache etwa in Form einer Stufe aufweisen. Eine
Bodenflache des Grabens 61 kann dabei bereichsweise durch
eine Oberfldache der Metallschicht 4 und bereichsweise durch

eine Oberfldche des Formkdrperverbunds 50 gebildet sein.

Es wird in der Figur 3 eine Schutzschicht 400, etwa in Form
einer Kontaktschicht 400, auf die im Graben 61 freigelegte
Oberfldche der Metallschicht 4 aufgebracht. Die
Kontaktschicht 400 bedeckt die freigelegte Oberflache
bevorzugt vollstadndig, wodurch die Metallschicht 4 etwa vor
Umwelteinfliissen wie Feuchtigkeit oder Sauerstoff geschiitzt
wird. Eine Oxidation der Metallschicht 4 bzw. der
Teilbereiche 41 und 42 kann dadurch verhindert werden.
Insbesondere ist die Kontaktschicht 400 als eine lotbare
Kontaktschicht ausgebildet. Die Kontaktschicht 400 enthalt

dabeil insbesondere ein Edelmetall wie Silber oder Gold.
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Beispielsweise ist die Kontaktschicht eine NiPdAu-Schicht.
Die Kontaktschicht 400 kann dabei mittels eines galvanischen
oder bevorzugt mittels eines stromlosen
Beschichtungsverfahrens auf die freigelegten, etwa
angeschnittenen Oberflachen der Teilbereiche 41 und 42 der

Metallschicht 4 aufgebracht werden.

Gemal Figur 4A wird der Verbund 200 in eine Mehrzahl wvon
Bauelementen 100 vereinzelt. Die Vereinzelung erfolgt etwa
entlang der Grédben 61, insbesondere ausschlielllich entlang
der Bereiche, die frei wvon der Metallschicht 4 sind, sodass
die Metallschicht 4 wahrend der Vereinzelung nicht entfernt,
etwa angesagt oder angeschnitten wird. Das bedeutet, dass
wahrend der Vereinzelung bevorzugt nur der Formkdérperverbund
50 vereinzelt wird. Dadurch kann verhindert werden, dass
Metallreste wie Kupferreste bei der Vereinzelung zu den
Halbleiterkorpern 2 gelangen kénnen und moglicherweise den
herzustellenden Bauelementen 100 schadigen. Ferner wird

dadurch die Schutzschicht 400 nicht verletzt.

Es wird in der Figur 4B eine Mehrzahl von vereinzelten
Bauelementen 100 sowohl in der lateralen X-Richtung als auch

in der lateralen Y-Richtung schematisch dargestellt.

Die Bauelemente 100 weisen jeweils eine
Strahlungsdurchtrittsflache 101 auf, die etwa durch eine
Oberfldche des Halbleiterkdrpers 2, insbesondere durch die
erste Hauptflache 201, oder durch eine Oberfliche einer auf
dem HalbleiterkOrper 2 angeordneten Schutzschicht gebildet
ist. Das Bauelement ist somit als ein Oberflachenemitter
ausgebildet. Das Bauelement 100 weist eine Riickseite 102 auf,
die insbesondere durch die Riickseite 12 des Tragers 1

gebildet ist. Der Tradger 1 umfasst einen Formkdrper 5, der
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bei der Vereinzelung aus dem Formkorperverbund 50 hervorgeht,
sowie eine Metallschicht 4 mit einem ersten Teilbereich 41
und einem zweiten Teilbereich 42 (hier nicht dargestellt). An
einer Seitenfldche 10 des Tragers bzw. des Bauelements 100
ist der erste Teilbereich 41 etwa mit einer ersten
Kontaktschicht 410 elektrisch leitend verbunden und somit
extern elektrisch kontaktierbar. Der zweite Teilbereich 42
kann an derselben Seitenfldche 10 mit einer zweiten
Kontaktschicht 420 elektrisch leitend verbunden sein. Uber
die erste Kontaktschicht 410 und die zweite Kontaktschicht
420 kann das Bauelement 100 mit einer externen
Spannungsquelle kontaktiert werden, das heilt also extern
elektrisch kontaktiert werden. Das Bauelement 100 gemal Figur
4B ist somit an einer Seitenfldche 10 extern elektrisch
kontaktierbar. Aulerdem weist die Seitenfldche 10 mit den
Kontaktschichten 410 und 420 eine Stufe auf, auf der die
Kontaktschichten 410 und 420 angeordnet sind.

Abweichend von der Figur 4B kann das Bauelement 100 so
ausgebildet sein, dass der erste Teilbereich 41 an einer
ersten Seitenfldche 10 und der zweite Teilbereich 42 an einer
zweiten Seitenfldche 10 des Tragers 1 bzw. des Bauelements
100 elektrisch kontaktierbar ausgebildet ist, wobei die erste
Seitenfldache an die zweite Seitenflidche angrenzt oder der
zweiten Seitenfldche gegeniiberliegt. Mit anderen Worten kann
das Bauelement 100 so ausgestaltet sein, dass dieses iiber
zwel gegenilberliegende oder lber zweil aneinander angrenzende
Seitenflachen 10 extern elektrisch kontaktierbar ausgebildet

ist.

Das Bauelement kann dabei eine laterale Breite entlang der X-
Richtung aufweisen, die zum Beispiel zwischen 50 pm und 250

um, etwa zwischen einschliellich 50 pm und 200 pm oder
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zwischen einschliellich 50 pm und 100 pm ist. Ist die in der
YZ-Ebene verlaufende Seitenfldche 10 etwa als Montageflédche
des Bauelements ausgebildet, ist die Bauhthe des BRauelements
die laterale Breite entlang der X-Richtung. Beispielsweise
betragt ein Verhaltnis des Anteils der Stufe zu der
Gesamtbreite entlang der X-Richtung zwischen einschliefllich
1/10 und 1/3, etwa zwischen einschlieRlich 1/10 und 1/5. Das
Bauelement 100 weist eine laterale Lange entlang der Y-
Richtung auf, die insbesondere grdBer, etwa mindestens 2-mal,
4-mal oder 6-mal groBRer ist als die laterale Breite entlang
der X-Richtung. Das Bauelement 100 weist eine vertikale Ho&he
entlang der Z-Richtung auf, die insbesondere groler als die
laterale Breite entlang der X-Richtung ist. Insbesondere kann
vertikale Hohe grdler als die laterale Lange entlang der Y-
Richtung sein. Die vertikale HOhe betrdgt etwa mindestens 500
um, etwa mindestens 800 um oder mindestens 1 mm. Die
Kontaktschichten 410 und 420 kdénnen jeweils eine laterale
Lange entlang der Y-Richtung aufweisen, die etwa zwischen 50
pm und 150 pm, etwa 100 um ist. Ein Abstand zwischen den
Kontaktschichten 410 und 420 entlang der Y-Richtung kann

zwischen 100 um und 300 pum, etwa 200 pm sein.

Es wird in der Figur 5A ein Querschnitt eines in der Figur 4B
dargestellten Bauelements 100 in der YZ-Ebene dargestellt.
Der in der Figur 5A dargestellte Querschnitt entspricht im
Wesentlichen dem in der Figur 1B dargestellten Querschnitt.
Im Unterschied hierzu weist das Bauelement 100 eine
strukturierte Strahlungsdurchtrittsflache 101 auf. Auch sind
die Isolierungsstruktur 9 und die Verdrahtungsstruktur 8

etwas detaillierter dargestellt.

In der Figur H5A ist die weitere Metallschicht 3 mittels der

Isolierungsstruktur 9 von einem der Teilbereiche 41 und 42,
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hier von dem zweiten Teilbereich 42, elektrisch getrennt. Die
Isolierungsstruktur 9 weist eine Offnung auf, durch die sich
der erste Teilbereich 41 hindurch zur Bildung eines
elektrischen Kontakts mit der weiteren Metallschicht 3
erstreckt. In der Figur b5A weisen die weitere Metallschicht 3
und die Isolierungsstruktur 9 eine gemeinsame Offnung auf,
durch die sich der zweite Teilbereich 42 hindurch zur BRildung
eines elektrischen Kontakts mit einer Anschlussschicht 80 der
Verdrahtungsstruktur 8 erstreckt. Die Verdrahtungsstruktur 8
umfasst dabei auBRerdem eine elektrisch leitfahige Schicht 81
und eine Durchkontaktierung 82. Durch die Isolierungsstruktur
9 ist die Anschlussschicht 80 von der elektrisch leitfdhigen
Schicht 81 und von der Durchkontaktierung 82 elektrisch

getrennt.

Die Anschlussschicht 80 ist insbesondere als eine
Stromaufweitungsschicht ausgebildet und ist etwa mit der
zweliten Halbleiterschicht 22 elektrisch leitend verbunden,
wodurch die zweite Halbleiterschicht 22 gleichmaBig bestromt
werden kann. Bevorzugt bedeckt die Anschlussschicht 80 einen
GroBteil der aktiven Schicht 23, etwa mindestens 50 %,
bevorzugt mindestens 70 % oder mindestens 90 % der aktiven
Schicht 23. Revorzugt ist ein Material der Anschlussschicht
80 so ausgewahlt, dass diese gleichzeitig als eine
Diffusionsbarriereschicht wirkt. Dabei kann die
Anschlussschicht 80 etwa eine Offnung der Isolierungsschicht
9 vollstidndig bedecken, durch welche Offnung sich der zweite
Teilbereich 42 oder die weitere Metallschicht 3 hindurch
erstreckt, sodass eine Migration von Metallpartikeln, etwa
von Metallatomen oder Metallionen wie Kupferatomen oder
Kupferionen, die in der Metallschicht 4 oder in der weiteren
Metallschicht 3 enthalten sind, in den Halbleiterkorper 2

unterbunden wird.
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Die elektrisch leitfahige Schicht 81 ist insbesondere als
eine Spiegelschicht ausgebildet und kann ein Metall wie
Aluminium, Rhodium, Palladium, Silber oder Gold enthalten.
Die elektrisch leitfahige Schicht 81 bedeckt dabei die aktive
Schicht 23 in Draufsicht zumindest bereichsweise. Entlang der
vertikalen Richtung kann sich die elektrisch leitfahige
Schicht 81 seitlich des Halbleiterkdrpers 2 so weit
erstrecken, dass sie die zweite Halbleiterschicht 22 oder die
aktive Schicht 23 lateral umgibt. Elektromagnetische
Strahlungen, die lateral oder rickwarts aus dem
Halbleiterkdrper 2 austreten, kénnen somit wieder in Richtung
der aktiven Schicht 23 beziehungsweise in Richtung der
Strahlungsdurchtrittsflache 101 des Bauelements
zurlickreflektiert werden, wodurch die Effizienz des
Bauelements erhoht ist. In der Figur 5A kann die elektrisch

leitfahige Schicht 81 zusammenhdngend ausgebildet sein.

Die Durchkontaktierung 82 ist lUber die elektrisch leitfahige
Schicht 81 mit der weiteren Metallschicht 3 elektrisch
leitend verbunden. Zur elektrischen Kontaktierung der ersten
Halbleiterschicht 21 erstreckt sich die Durchkontaktierung 82
zumindest von der zweiten Hauptfldche 202, insbesondere von
der elektrisch leitfdhigen Schicht 81 durch die zweite
Halbleiterschicht 22 und die aktive Schicht 23 in die erste
Halbleiterschicht 21 hindurch. Die Durchkontaktierung 82 kann
aus einem gleichen Material wie die elektrisch leitfahige
Schicht 81 ausgebildet sein. Die elektrisch leitfahige
Schicht 81 und/oder die weitere Metallschicht 3 koénnen die
Seitenflachen 10 des Bauelements 100 zumindest bereichsweise
durchstoBRen. Alternativ kann das Bauelement 100 so
ausgebildet sein, dass dessen Seitenfldchen 10 etwa mit
Ausnahme von den Teilbereichen 41 und 42 und/oder von den

Kontaktschichten 400, 410 und 420 metallfrei sind.
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Die Isolierungsstruktur 9 in der Figur 5A ist vereinfacht
schematisch dargestellt und kann elektrisch isolierende
Teilschichten aufweisen, die etwa in separaten
Verfahrensschritten ausgebildet sind. Beispielsweise weist
die Isolierungsstruktur 9 ein elektrisch isolierendes
Material wie Siliziumoxid, etwa Siliziumdioxid, und/oder
Siliziumnitrid auf oder besteht aus zumindest einem dieser
Materialien. Die Isolierungsstruktur 9 kann Licht
reflektierende und/oder Licht streuende Partikel enthalten.
Die Metallschicht 4 mit den Teilbereichen 41 und 42 kann so
ausgebildet sein, dass die Metallschicht 4 in Draufsicht wvon

der Rilckseite 102 auf die Strahlungsdurchtrittsfldche 101

o\°

etwa mindestens 40 %, zum Beispiels mindestens 50 %, 60
oder mindestens 70 % des Halbleiterkdrpers 2 bedeckt. Durch
eine solche Ausgestaltung der Metallschicht 4 kann das
Bauelement besonders stabil ausgestaltet werden. AuBerdem
kann das Bauelement 100 etwa durch eine direkte thermische
Verbindung mit der Kontaktschicht 400, die auf der
Seitenflache 10 ebenfalls flachig ausgestaltet werden kann,

bezliiglich der Warmeabfuhr optimiert werden.

In der 5B ist ein weiteres Ausfihrungsbeispiel fir ein
Bauelement dargestellt. Das in der Figur 5B dargestellte
Ausfihrungsbeispiel entspricht im Wesentlichen dem in der

Figur 5A dargestellten Ausfihrungsbeispiel.

Im Unterschied hierzu erstreckt sich die Durchkontaktierung
82 durch die weitere Metallschicht 3 hindurch. Dabei weisen
die weitere Metallschicht 3 und die Isolierungsstruktur 9
eine gemeinsame Offnung auf, durch die sich die
Durchkontaktierung 82 hindurch erstreckt. Anders als in der
Figur 5A, in der die weitere Metallschicht 3 in der

vertikalen Richtung zwischen der elektrisch leitfdhigen
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Schicht 81 und der Metallschicht 4 angeordnet ist, ist die
elektrisch leitfahige Schicht 81 in der Figur 5B zwischen der
Metallschicht 4 und der weiteren Metallschicht 3 angeordnet.

Des Weiteren ist die elektrisch leitfahige Schicht 81 in eine
erste Teilschicht 811 und eine zweite Teilschicht 812
unterteilt, wobei die Teilschichten 811 und 812 im Bereich
des Zwischenraums 40 voneinander lateral beabstandet und
somit voneinander elektrisch getrennt sind. Die erste
Teilschicht 811 ist etwa mit dem ersten Teilbereich 41 und
die zweite Teilschicht 812 etwa mit dem zweiten Teilbereich
42 elektrisch verbunden. Gemal Figur 5B sind die
Durchkontaktierung 82 und die erste Teilschicht 811 durch die
Isolierungsschicht 9 von der weiteren Metallschicht 3 und wvon

der zweiten Teilschicht 812 elektrisch getrennt.

Sowohl in der Figur 5A als auch in der Figur 5B kann die
weitere Metallschicht 3 zusammenhdngend, insbesondere
einstickig ausgebildet sein. In der Figur 5A weist die
weitere Metallschicht 3 eine Offnung auf, durch die sich der
zweite Teilbereich 42 hindurch erstreckt. In der Figur 5B
weist die weitere Metallschicht 3 eine Offnung auf, durch die
sich die Durchkontaktierung 82 der Verdrahtungsstruktur 8 zur
elektrischen Kontaktierung der ersten Halbleiterschicht 21
hindurch erstreckt. In der Figur 5A ist die weitere
Metallschicht 3 somit fiir die elektrische Kontaktierung der
ersten Halbleiterschicht 21 eingerichtet. In der Figur 5B ist
die weitere Metallschicht 3 hingegen fiir die elektrische
Kontaktierung der zweiten Halbleiterschicht 22 eingerichtet.
Die weitere Metallschicht 3 in der Figur 5B kann auBerdem in
lateralen Richtungen von der Isolierungsstruktur 9
vollstandig umschlossen sein. Gemal den Figuren 5A und 5B

kann der Halbleiterkdrper 2 zumindest bei einer vertikalen
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Hohe der zweiten Halbleiterschicht 22 in lateralen Richtungen
von der Isolierungsstruktur 9 vollumfanglich umschlossen
sein. Auch der Tradger 1 mit dem Formkorper 5 kann den
HalbleiterkoOrper 2 etwa bei der vertikalen Hohe der zweiten
Halbleiterschicht 22 in lateralen Richtung vollumfanglich

umschlieBen.

Es wird in der Figur 6 eine Vorrichtung 700 mit einem
Bauelement 100 auf einer Leiterplatte 7 dargestellt. Die
Leiterplatte 7 weist eine oder eine Mehrzahl von Leiterbahnen
71 auf. Die Seitenfliche 10 des Tragers 1 bzw. des
Bauelements 100 ist dabei als eine Montagefliche ausgebildet.
Das heiRt, das Bauelement 100 kann an der Seitenfldche 10 an
der Leiterplatte 7 befestigt werden. Mittels einer
Verbindungsschicht 70 kann eine mechanische und elektrische
Verbindung zwischen der Kontaktschicht 400 und der Leiterbahn
71 hergestellt werden. Die Kontaktschicht 400 kann dabei die
erste Kontaktschicht 410 oder die zweite Kontaktschicht 420
sein. Insbesondere weist das Bauelement 100 sowohl eine erste
Kontaktschicht 410 als auch eine zweite Kontaktschicht 420
auf derselben Seitenfldache 10 auf. Durch eine direkte
mechanische Verbindung zwischen der Verbindungsschicht 70 und
der Kontaktschicht 400 kann eine Warmeabfuhr etwa durch eine

groRflachig ausgebildete Kontaktschicht 400 optimiert werden.

Die Vorrichtung weist einen Lichtleiter 72 mit einer
Lichteintrittsflache auf. Das BRauelement weist im Retrieb der
Vorrichtung eine Hauptabstrahlrichtung auf, die insbesondere
parallel zu der Montagefldche 10 und somit parallel zur
Leiterplatte 7 verlauft. Das Bauelement 100 und der
Lichtleiter 72 sind so angeordnet, dass die
Hauptabstrahlrichtung des Bauelements 100 etwa senkrecht zu

der Lichteintrittsfldche des Lichtleiters 72 gerichtet ist.
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Insbesondere konnen der Lichtleiter 72 und das Bauelement 100
eine im Wesentlichen gleiche RBRauhdhe auf der Leiterplatte 7
aufweisen. Die Bauhohe des Lichtleiters 72 kann etwa zwischen
einschlieBlich 50 und 250 pm, insbesondere zwischen 50 und
150 pm oder etwa zwischen einschlieBlich 50 und 100 um

betragen.

Durch die Anwendung eines Bauelements, das insbesondere eine
als Montagefldche ausgebildete Seitenfldche aufweist, kann
eine Licht emittierende leistungsstarke Vorrichtung zur
Display-Hinterleuchtung besonders dinn und zugleich

mechanisch stabil ausgestaltet werden.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2015 109 755.9, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung der Erfindung
anhand der Ausfihrungsbeispiele auf diese beschrankt. Die
Erfindung umfasst vielmehr jedes neue Merkmal sowie Jjede
Kombination von Merkmalen, was insbesondere jede Kombination
von Merkmalen in den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn
dieses Merkmal oder diese Kombination selbst nicht explizit
in den Patentanspriichen oder Ausfiihrungsbeispielen angegeben

ist.
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Bezugszeichenliste

100
101
102

10
11
12

20
21
22
23
200
201
202

40
41
42
400
410
420

Bauelement
Strahlungsdurchtrittsfléache

Rickseite des Bauelements

Trager
Seitenfldche des Tragers/Bauelements
Vorderseite des Tragers

Riickseite des Tréagers

Halbleiterkorper
Halbleiterschichtenstapel

erste Halbleiterschicht

zwelite Halbleiterschicht

aktive Schicht

Verbund

erste Hauptfldche des Halbleiterkorpers

zweite Hauptfladche des HalbleiterkOrpers

weitere Metallschicht

Metallschicht

Zwischenraum

erster Teilbereich der Metallschicht
zwelter Teilbereich der Metallschicht
Kontaktschicht

erste Kontaktschicht

zwelte Kontaktschicht

Formkdorper

Formkdérperverbund
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60
61

700

70
71
72

80
81
811
812
82

Trenngraben

Graben

Vorrichtung zur Hinterleuchtung
Leiterplatte

Verbindungsschicht

Leiterbahn

Lichtleiter

Verdrahtungsstruktur

Anschlussschicht

elektrisch leitfahige Schicht

1. Teilschicht der elektrisch leitfahigen Schicht
2. Teilschicht der elektrisch leitfdhigen Schicht

Durchkontaktierung

Isolierungsstruktur
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Patentanspriiche

1. Bauelement (100) mit einem Trager (1) und einem auf dem

Trager angeordneten Halbleiterkérper (2), wobei

— der Trager eine dem Halbleiterkdrper zugewandte Vorderseite
(11) und eine dem HalbleiterkOrper abgewandte Riickseite
(12) aufweist, wobei der Trager aus einem Formkdrper (5)
und einer Metallschicht (4) gebildet ist,

— der Halbleiterkdrper (2) eine der Vorderseite des Tréagers
abgewandte erste Halbleiterschicht (21), eine der
Vorderseite des Tragers zugewandte zweite Halbleiterschicht
(22) und eine in vertikaler Richtung zwischen der ersten
Halbleiterschicht und der zweiten Halbleiterschicht

angeordnete aktive Schicht (23) aufweist,

— die Metallschicht (4) einen zur elektrischen Kontaktierung
der ersten Halbleiterschicht eingerichteten ersten
Teilbereich (41) und einen zur elektrischen Kontaktierung
der zweiten Halbleiterschicht eingerichteten zweiten
Teilbereich (42) aufweist, wobeili der erste Teilbereich wvon
dem zweiten Teilbereich durch einen Zwischenraum (40)

lateral beabstandet und dadurch elektrisch getrennt ist,

— der Formkorper den Zwischenraum auffiillt und eine sich in
lateralen Richtungen erstreckende QOberflache aufweist,
welche die Riickseite des Tragers bildet, wobei die
Riickseite des Tragers frei von den Teilbereichen (41, 42)

der Metallschicht (4) ist, und

— der Trager eine Seitenfldche (10) aufweist, die
bereichsweise durch eine sich in vertikalen Richtungen
erstreckende Oberflache des Formkdrpers gebildet ist, wobei
zumindest einer der Teilbereiche (41, 42) uber die

Seitenflache elektrisch kontaktierbar ausgebildet ist.

2. Bauelement nach dem vorhergehenden Anspruch,
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wobei die Seitenfldche (10) des Tragers (1) als eine
Montagefldache des Bauelements ausgebildet ist, und das
Bauelement Uber die Montageflache extern elektrisch

kontaktierbar ist.

Bauelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei dem die Seitenflidche (10) eine Stufe aufweist, wobei
der zumindest eine der Teilbereiche (41, 42) an der Stufe

extern elektrisch kontaktierbar ausgebildet ist.

Bauelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

bei dem der Formkdrper (5) in Draufsicht von der Rickseite
(12) auf die Vorderseite (11) des Tragers den ersten
Teilbereich (41) und/oder den zweiten Teichbereich (42) der

Metallschicht (4) vollstédndig bedeckt.

Bauelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei dem der Formkdrper (5) aus einem elektrisch

isolierenden Harz ausgebildet ist.

Bauelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

bei dem der Formkdrper (5) Licht streuende und/oder Licht
reflektierende Partikel aufweist, die in einem elektrisch
isolierenden Matrixmaterial des Formkdrpers eingebettet

sind.

Bauelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

das eine weitere Metallschicht (3) aufweist, die in
vertikaler Richtung zwischen dem Halbleiterkdrper (2) und
der Metallschicht (4) angeordnet ist, wobei die weitere
Metallschicht in Draufsicht auf die Rluckseite (12) den
Zwischenraum (4) lateral uUberbriickt und so das Bauelement

an Stellen des Zwischenraums mechanisch verstarkt.
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Bauelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

das eine Durchkontaktierung (82) aufweist, die sich
bereichsweise im Halbleiterkdrper (2) befindet und sich in
vertikaler Richtung durch die zweite Halbleiterschicht (22)
sowie die aktive Schicht (23) hindurch zur elektrischen
Kontaktierung der ersten Halbleiterschicht (21) erstreckt,
wobei die Durchkontaktierung mit dem ersten Teilbereich (41)

der Metallschicht (4) elektrisch verbunden ist.

Vorrichtung (700) mit einem Bauelement (100) nach einem der

Anspriche 1 bis 8 und einer Leiterplatte (7), wobei

die Seitenflache (10) des Tragers (1) als eine Montageflache
des Bauelements ausgebildet ist, sodass das Bauelement an
der Seitenfldche (10) des Tragers (1) an der Leiterplatte
befestigt und dadurch mit der Leiterplatte elektrisch

verbunden ist,

die aktive Schicht (23) im Betrieb des Bauelements zur
Erzeugung einer elektromagnetischen Strahlung eingerichtet
ist, und

das Bauelement (100) im Betrieb der Vorrichtung eine
Hauptabstrahlrichtung aufweist, die parallel zu der

Montagefldache und somit zur Leiterplatte verlauft.

Vorrichtung zur Displayhinterleuchtung nach dem
vorhergehenden Anspruch mit einem Lichtleiter (72), wobei
der Lichtleiter eine Lichteintrittsflache aufweist, und

das Bauelement (100) und der Lichtleiter (72) so zueinander
angeordnet sind, dass die Hauptabstrahlrichtung des
Bauelement etwa senkrecht zu der Lichteintrittsflédche des

Lichtleiters gerichtet ist.

Verfahren zur Herstellung eines Rauelements (100) mit

folgenden Verfahrensschritten:



a)

10

15

20

25 ¢)

30

WO 2016/202794 PCT/EP2016/063622

Bereitstellen eines Verbunds (200) mit einem
Halbleiterschichtenstapel (20), einer Metallschicht (4) und
einem Formkdérperverbund (50), wobei

der Halbleiterschichtenstapel zumindest einen
Halbleiterkorper (2) mit einer ersten Halbleiterschicht
(21), einer zweiten Halbleiterschicht (22) und einer in
vertikaler Richtung zwischen der ersten und der zweiten
Halbleiterschicht angeordneten aktiven Schicht (23)
aufweist,

die Metallschicht (4) einen ersten Teilbereich (41) zur
elektrischen Kontaktierung der ersten Halbleiterschicht und
einen zweiten Teilbereich (42) zur elektrischen
Kontaktierung der zweiten Halbleiterschicht aufweist, wobei
die Teilbereiche durch einen Zwischenraum (40) lateral
beabstandet und dadurch voneinander elektrisch getrennt
sind, und

der Formkorperverbund die Teilbereiche der Metallschicht in
Draufsicht auf den Halbleiterkdrper vollstandig bedeckt, in
den lateralen Richtungen vollumfanglich umschlieRt und dabei
den Zwischenraum auffillt;

Ausbilden zumindest eines Grabens (61) ausgehend von der
Seite des Halbleiterschichtenstapels (20) in den
Formkorperverbund hinein zur Freilegung des ersten und/oder
des zweiten Teilbereichs der Metallschicht; und

Ausbilden eines einzelnen Trédgers (1) fir den einen
Halbleiterkorper aus dem Formkérperverbund und der
Metallschicht, sodass der Trager eine Seitenfliache (10)
aufweist, die bereichsweise durch eine Seitenwand des
Grabens ausgebildet ist, wobei der freigelegte Teilbereich
der Metallschicht an der Seitenflache elektrisch

kontaktierbar ist.
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Verfahren zur Herstellung einer Mehrzahl von Bauelementen
(100) nach dem vorhergehenden Anspruch,

bei dem der Verbund (200) eine Mehrzahl von lateral
beabstandeten Metallschichten (4) und HalbleiterkOrpern (2)
sowie eine Mehrzahl von Trenngraben (60) zwischen den
Halbleiterkorpern der herzustellenden Bauelemente (100)

aufweist, wobei

eine Mehrzahl von Grédben (6l1) entlang der Trenngradben und
seitlich der HalbleiterkOrper in den Formkorperverbund
ausgebildet wird, sodass eine Mehrzahl von ersten und/oder
zweiten Teilbereichen an Seitenwanden der Graben freigelegt
wird,

der Verbund (200) nach der Freilegung der ersten und/oder
zweiten Teilbereiche in eine Mehrzahl von Bauelementen so
vereinzelt wird, dass die vereinzelten Bauelemente (100)
jeweils einen einzelnen Trager (1) und einen auf dem Trager
(1) angeordneten Halbleiterkdrper (2) aufweisen, wobei der
einzelne Trager (1) aus dem vereinzelten Formkdrperverbund
(50) und einer der Metallschichten (4) mit einem ersten
Teilbereich (41) und einem zweiten Teilbereich (42) gebildet

ist.

Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 12,

bei dem vor dem Ausbilden des einzelnen Tragers (1) sowohl
die Seitenwand als auch eine Bobenfldche des Grabens (61)
durch eine Oberfliche des ersten Teilbereichs (41) und/oder

eine Oberfldche des zweiten Teilbereichs (42) gebildet sind.

Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 13,
bei dem der Formkdrperverbund (50) mittels eines
GieBverfahrens auf und um die Metallschicht (4) aufgebracht

wird, und der Formkorperverbund zur Ausbildung des Grabens
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(61) von der Seite des Halbleiterschichtenstapels (20) aus

angesagt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 14,

bei dem die Metallschicht (4) mittels eines galvanischen
oder eines stromlosen Beschichtungsverfahrens auf den
Halbleiterschichtenstapel (20) strukturiert aufgebracht

wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 15,

bei dem vor der Ausbildung des einzelnen Tragers (1) eine
elektrisch leitfahige Kontaktschicht (400) auf den
freigelegten Teilbereich (41, 42) der Metallschicht (4)
aufgebracht wird, wobei die Kontaktschicht ein Edelmetall

aufweist.
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